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kapacita (fyzikalné je zptisobena
setrvacnosti nahromadénych nosi¢t naboje, t;.
elektronia a dér)
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Dynamicka ¢ast modelu diody

* difuzni kapacita (fyzikalné je zptisobena
setrvacnosti nahromadénych nosi¢t naboje, t;.
elektronia a dér)

9q =Tplq
la = 4q
ale° _ dqd . _ 7 dI’l . . .
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dUAC dUAC

proc se tedy pouziva integralni formulace?



kapacita (fyzikalné je zptisobena
vyprazdnénou oblasti v okoli prechodu PN)




kapacita (fyzikalné je zptisobena
vyprazdnénou oblasti v okoli prechodu PN)
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k vypoctu integralu po provedeni substituce
1-vpc/Po =%, dupc =—¢o dx

dostaneme integral

a jeho vyéislenim vztah pro bariérovy naboj



linearizace modelu bariérové kapacity
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* teoreticky odvozené zavislosti ( )
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Teplotni zavislosti modelu diody

* teoreticky odvozené zavislosti (
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* prakticky presnéjsi semiempirické zavislosti

( )
E}(T) = E}(0) Lar?
& & B+T
RS qu(300)( 1 1
I/ :I (T) n e nk T T
S S T
T’ RT’ . T T’
n = -3 1 — E
C:]O = CJ0< 1+m 4X10-4(T,—T)—

)

0o — Do

Do

\

(1)~ Ey(T)]

-




* prakticky presnéjsi semiempirické zavislosti
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Sumovy model diody
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Identifikace modelu
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Model bipolarniho tranzistoru

(kvazisaturacni varianta modifikovaného
Gummel-Poonova modelu)
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